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Solution Série 01

NB : Les exercices 1 et 2 ont été résolus lors des séances de travaux dirigés
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EXERCICE 04

1- Droite de charge statique 1. = (V)

En régime statique, la tension d’entrée Ve =0 (pas de régime variable) et les condensateurs sont remplacés par
des interrupteurs ouverts. +Vee

En statique le schéma devient (Fig.1): | |

Droite de charge = maille de sortie.
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2- Point de repos du montage : Vee
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On choisit le point de repos Qau milieu de la droite de charge statique. E ¢ Q
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3- Schéma équivalent de ’amplificateur en régime dynamique :

ELECTRONIQUE FONDAMENTALE 02

2019/2020

Le calcul des gains en tension et en courant et des résistances d’entrée et de sortie de 1’amplificateur en régime
dynamique est fait en se basant sur le schéma équivalent de ce dernier (Fig.3).
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Figure 3

3.1 Calcul des résistances d’entrée et de sortie :
3.1.1 Résistance d’entrée

V,
R, = = i,=0
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Ve — hyqip — Rgig =0
Vo — (hyy +V(IB + DRp)i, =0
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En combinant les équations (2) et (3) et en remplagant dans (1), on trouve :
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Re =Rp1 // Rp2 // (hi1 + (B + DRg

3.1.2 Résistance de sortie
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3.1.3 Gain en tension avec charge

Ve — hyqip — Rgie =0

— VE 1
b = R )
Vo=—=(Rc//Ren)ic = Ve =—BRc//Re)ip (2)

En remplagant (1) dans (2), on trouve :

e

Vs = _B(RC//RCh)hll ¥ (ﬁ'l‘l)RE
Ay =2 =_BR.//R)) —————— = —4,169
V_Ve_ ﬁ( C// Ch)h11+(ﬂ+1)RE_ ]
3.1.4 Gain en tension a vide
V, = —R,i R.Bi R:P Ve
e:— lr = — ly, = —

ctc CP'% c h]]+(ﬂ+1)RE
VS— R L =-9135
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ELECTRONIQUE FONDAMENTALE 02
2019/2020

En comparant les gains en tension a vide et avec charge, on remarque que les deux expressions se
ressemblent. La seule différence réside dans la disparition de R, dans I’expression du gain a vide.
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